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が 鳴 +に比べて上に飛び出す安定状態に転位すると考えられる｡ そうすると,準安定
状態はポテンシャルの井戸が浅いため･小さな∂D となり,図3の温度変化が不可逆過
程になることも説明できる｡ これは 110Vの加速電圧で測定したエネルギー損失スペク















広大･工 大 阪 之 雄
金属とSiO2膜とSiよりなるMOS構造は,実用的に広く用いられ,またTechnology
的には最も完全な界面と考-られているoこのSiO2-Siの界面に,Siの direct
gap中に存する界面準位の存在が知られている｡ この準位の性質については,例えば,
Goetzberger'Heine,Nicolian によるcharged cerlterによる模型があるが,実際
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